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Operationsforstarkare Dioder — Exempel
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Halvledare
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Arbetspunktsbestamning — Introduktion
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Diodens funktion
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Arbetspunktsbestamning for diod
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Likriktning med diod 1(3)
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Likriktning med diod 2(3)
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Likriktning med diod 2(3)
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Andra slags dioder

a) Zenerdiod b) Tunneldiod ¢) Fotodiod d) Lysdiod
Figur 3.72 Symbol och karaktiristik for ndgra olika diodtyper.

Figur 3.72 ur Soderkvist
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Bipolartransistorer — Variabler och referensriktningar

NPN-transistor

Grundekvationer
Stromférstarkning
ic = BlB

Stromforstarkningsfaktor

PNP-transistor

5< B <1000
Krav Kirchhoffs strémlag Krav
Positiva strémmar .. , Negativa strommar
och spanningar lg=1lc+lip
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Bipolartransistorn - NPN
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Bipolartransistorer — Nagra samband

Kollektorstrom som funktion
av basstrom
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Stromstyrning med NPN-transistor

Potentiometer (vridmotstand)
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Fullstandigt
kurvblad for
PNP-transistor

Observera: Fyra diagram i ett.
Varje kvadrant &r ett separat
diagram

Figur 3.84
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Forstarkning av signalspanning

Obs! Signalspéanningen uy(t) = u(t) om C ar stor.

ugg(t) = Uggq + Upe(t)

ic(t) =1Igq+ic (D)

Figur 4.2

uyr(t) = Riic(t)
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Enkel transistorkoppling — Arbetslinje
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Enkel transistorkoppling — Arbetspunkt

Ic r arbetslinje
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GE-steg — Gemensam emitter

Kopplingskondensator — C1
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Figur 4.3 Avkopplingskondensator
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